© BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift 

n DE 197 53 494 A 1 



DEUTSCHLAND 




® Int. CI. 6 : 

H 01 L 21/20 

H01 L 21/324 



DEUTSCHES 
PATENTAMT 



® Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



197 53 494.5 
2. 12.97 
1. 10.98 



CO 

If) 



® Unionsprioritat: 


@ Erfinder: 


9-080939 31.03.97 JP 


Yamamoto, Hidekazu, Tokio/Tokyo, JP 


® Anmelder: 




Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP 




® Vertreter: 




Prufer und Kollegen, 81545 Munchen 





<<0 



(b) 



(c) 



Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Verfahren zur Herstellung eines Siliziumwafers und dadurch hergestellte Siliziumwafer 

® Ein Siliziumwafer mit einer SOI-Struktur wird ausgebil- 
det, der eine Oberflache aufweist, die frei von der nachtei- 
ligen Wirkung eines chemisch-mechanischen Polierens 
ist. Anfanglich werdeo Wasserstoffionen in die Oberfla- 
che eines Siliziumwafers (1) implantiert, um dadurch eine 
Schicht (4) mit implantiertem Wasserstoff auszubilden. 
Dann wird der Siliziumwafer so erwarmt, daB die Silizi- 
umoberflach en schicht an der Schicht mit implantiertem 
Wasserstoff abschalt. Der Siliziumwafer wird dann in ei- 
ner Wasserstoffatmosphare warmebehandelt, um da- 
durch die Oberflache zu gtatten, die durch das Abschalen 
freigelegt worden ist. Die Warmebehandlung kann durch 
eine Plasma-Warmebehandlung in Wasserstoff oder 
durch ein schnelles thermisches Gluhen ersetzt werden. 
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Beschreibung 

Die vorliegcndc Erfindung bczichl sich auf cin Verfahren 
zur Herstellung eines Siliziumwafers und auf einen Silizi- 
umwafer, der dadurch hergestellt ist, und sie ist insbeson- s 
dere anwendbar beziiglich eines Siliziumwaferherstellungs- 
verfahrens und eines entsprechenden Siliziumwafers mit ei- 
ner SOI-Struktur (SOI = Silicon on Insulator = Sili/.ium auf 
Isolator), die stark zu hochintcgriertcn Halbleitervorrichtun- 
gen, die bei hohen Geschwindigkeiten mit niedrigem Strom- 10 
verbrauch betrieben werden, bei tragi. 

Es sind verschiedene Verfahren zur Herstellung von SOI- 
Wafern vorgeschlagen worden. Das vielversprechendste 
Verfahxen unter diesen ist das Smart-Cut- Verfahren (siehe 
Electronics Letters, 31 (1995), 1201). 15 

Bei dem Smart-Cut- Verfahren wird ein Siliziumwafer zur 
Ausbildung einer Siliziumoxidschicht auf diesem erwarmt, 
Dann wird eine Wasserstoffionenimplantation durch die Si- 
lizium waferobcrflache ausgefiihrt, um dadurch cine Schicht 
mit implantierten Wasserstoff auszubilden. Dann wird ein 20 
Basis- Wafer an die Seite des Siliziumwafers gebondet, d. h. 
mit dieser verbunden, die nahe der Schicht mit implantieren 
Wasserstoff ist. Die beiden verbundenen Siliziumwafer wer- 
den dann erwarmt, wodurch sich die Siliziumwaferoberfla- 
che an der Schicht mit implantierten Wasserstoff abtrennt, 25 
was zu einer diinnen Siliziumschicht fuhrt, die an den Basis- 
Wafer (Substrat) gebondet, d. h. mit diesen verbunden ist. 
Die diinne Siliziumschicht weist winzige Oberflachenunre- 
gelmaBigkeiten auf, die durch chemisch-mechanisches Po- 
lieren geglattet werden, was den gewiinschten SOI- Wafer 30 
ergibt. 

Es ist kiirzlich berichtet worden, daB das chemisch-me- 
chanische Polieren die charakteristischen Eigenschaften und 
die Ausbeute bei Halbleitervorrichtungen stark beeinfluBt 
(siehe H. Yamamoto et al., Proceeding of The 2nd Interna- 35 
tional Symposiums on Advanced Science an Technology of 
Silicon Materials, (1996), S. 425). 

Probleme mit dem Defekte verursachenden Polieren von 
Siliziumwafem sind auch bei den Wafern mit SOI-Struktur, 
die durch das oben erwahnte Smart-Cut- Verfahren herge- 40 
stellt werden, unvermeidlich, und sie beeintrachtigen die 
charakteristischen Eigenschaften und die Ausbeute bei 
Halbleitervorrichtungen nachteilig. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die oben 
erwahnten Probleme bei der herkommlichen Technologie zu 45 
beseitigen und ein Verfahren zur Herstellung eines Halblei- 
terwafers und einen Halbleiterwafer, jeweils mit einer SOI- 
Struktur, die frei von Oberflachendefekten ist, anzugeben. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren nach An- 
spruch 1 oder 6 bzw. einen Siliziumwafer nach Anspruch 8. 50 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspru- 
chen angegeben. 

Nach einem Aspekt werden bei einem Verfahren zur Her- 
stellung eines Siliziumwafers Wasserstoffionen durch eine 
Hauptoberflache eines Siliziumwafers, der eine darauf aus- 55 
gebildete Siliziumoxidschicht aufweist, implantiert, um eine 
Schicht mit implantierten Wasserstoff auszubilden. Dann 
wird ein Substrat an die Oberflache des Siliziumwafers ge- 
bondet. Der Siliziumwafer wird dann erwarmt, was die 
Oberflachenseite dazu bringt, an der Schicht mit implantier- 60 
ten Wasserstoff abzuschalen bzw. sich abzutrennen. Dann 
wird der Teil des Siliziumwafers, der an das Substrat gebon- 
det ist, in einer Wasserstoffatmosphare warmebehandelt 
bzw. gegliiht, um dadurch die Oberflache des Wafers, die 
durch das Abschalen freigelegt wurde, zu glatten. 65 

Bei dem ProzeB zum Herstellen eines Siliziumwafers 
wird das Gluhen bzw. die Warmebehandlung bevorzugter- 
weise durch Erwarmen auf ungefahr 1050°C bis ungefahr 
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1350°C ausgefiihrt. Altemativ wird das Warmebehandeln 
bzw. Gluhen bevorzugterweise mit der Hilfe eines Plasmas 
in einer Wasserstoffatmosphare ausgefiihrt. 

Bei einem anderen Aspekt wird in dem ProzeB zum Her- 
stellen eines Siliziumwafers das Gluhen bzw. die Warmebe- 
handlung bevorzugter Weise durch schnelles thermisches 
Gluhen (RTA) ausgefiihrt. In dem Verfahren zur Herstellung 
eines Siliziumwafers wird das Gluhen bzw. die Warmebe- 
handlung bevorzugterweise ausgefiihrt, nachdem die Ober- 
flache, die durch das Abschalen freigelegt worden ist, che- 
misch-mechanisch poliert worden ist. 

Entsprechend eines anderen Aspektes werden in einem 
Verfahren zur Herstellung eines Siliziumwafers Wasserstof- 
fionen durch eine Oberflache eines Siliziumwafers, der eine 
darauf ausgebildete Siliziumoxidschicht aufweist, implan- 
tiert, um dadurch eine Schicht mit implantierten Wasserstoff 
auszubilden. Dann wird ein Substrat an die Oberflache des 
Siliziumwafers gebondet bzw. mit dieser verbunden. Der Si- 
liziumwafer wird dann erwarmt, um dadurch die Oberfla- 
chenseite dazu zu bringen, an der Schicht mit implantierten 
Wasserstoff abzuschalen bzw. sich abzutrennen. Dann wird 
ein epitaxiales Wachstum von Silizium auf der Oberflache 
des Wafers, die durch das Abschalen freigelegt worden ist, 
ausgefiihrt, um dadurch eine neue glatte Oberflache darauf 
auszubilden. 

Bei dem Verfahren zur Herstellung eines Siliziumwafers 
wird das epitaxiale Wachstum von Silizium bevorzugter- 
weise in Trichlorosilan (SiHCy, Dichlorosilan (S1H2CI3), 
Monochlorosilan (SiH 3 Cl), oder Monosilan (SiHO bei un- 
gefahr 800°C oder dariiber ausgefiihrt. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten ergeben sich 
aus der Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen anhand 
der Figuren. Von den Figuren zeigen: 

Fig. 1(a) bis 1(f) schematische Schnittansichten, die das 
Herstellungsverfahren eines SOI- Wafers entsprechend der 
ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 2 einem Gluhofen zum Gluhen eines Siliziumwafers 
in einer Wasserstoffatmosphare; 

Fig. 3(a) bis 3(c) das Neuanordnungs verfahren von Sili- 
zium atomen in der Oberflache eines Siliziumwafers; 

Fig. 4 eine Schnellgluhvorrichtung zum Gluhen eines Si- 
liziumwafers mit einer SOI-Struktur entsprechend einer 
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 5 eine Plasmagluhvorrichtung zum Gluhen eines Si- 
liziumwafers mit einer SOI-Struktur entsprechend einer 
dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 6 eine Vorrichtung fur ein epitaxiales Aufwachssy- 
stem fur einen Silizumwafer mit einer SOI-Struktur entspre- 
chend einer vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Er- 
findung; und 

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Siliziumwafers mit einer 
SOI-Struktur entsprechend einer vierten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung. 

Verschiedene Ausfuhrungsformen der vorliegenden Er- 
findung werden unter Bezugnahme auf die Figuren be- 
schrieben, in denen die gleichen Bezugszeichen die gleichen 
oder entsprechende Teile bezeichnen. 

1. Ausfuhrungsform 

Der SOI- Wafer entsprechend Ausfuhrungsformen der 
vorliegenden Erfindung wird durch die Schritte hergestellt, 
die in schematischen Schnittansichten in den Fig. 1(a) bis 
1(f) gezeigt sind. 

Das Verfahren beginnt mit dem Vorbereiten eines Silizi- 
umwafers 1, der in Fig. 1(a) gezeigt ist Der Siliziumwafer 1 
wird therrnisch oxidiert zur Ausbildung einer Siliziumoxid- 
schicht 2, wie es in Fig. 1(b) gezeigt ist Eine Wasserstoffio- 
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nenimplantation (2 x 10 16 bis 1 x 10 17 A tome/cm 2 ) wird in 
einer Oberflache des Siliziumwafers ausgefuhrt, urn eine 
Schicht 4 mil implanticrtcn Wasserstoff auszubildcn, wic es 
in Fig. 1(c) gezeigt ist, Ein zweiter Siliziumwafer 5 (als ein 
Basis- Wafer) oder irgend ein anderes passendes Substrat 5 
werden an die Oberflache des Siliziumwafers gebondet, 
d. h. mit dieser verbunden, in die die Wasserstoffimplania- 
tion ausgefuhrt wordcn ist, wie es in Fig. 1(d) gezeigt ist. 

Dcr Siliziumwafer 1 wird dann auf ungefahr 400°C bis 
ungefahr 600°C erwarmt, so daB seine auBere Schicht an der 
Schicht 4 mit implantierten Wasserstoff abschalt bzw. sich 
abtrennt, wie es in Fig. 1(e) gezeigt ist, was einen Silizium- 
wafer 7 mit einer SOI-Struktur ergibt, die ein Substrat 5 und 
eine diinne Siliziumschicht 6, die daran gebondet ist, auf- 
weist. Die diinne Siliziumschicht 6 wird durch chemisch- 
mechanisches Polieren geglattet, urn ihre Oberflachenunre- 
gelmaBigkeiten von ungefahr 20 nm zu entfemen, wie es in 
Fig. 1(f) gezeigt ist. 

Die oben erwahnten SchritLe sind dieselbcn wic dicjeni- 
gen des Smart-Cut- Verfahrens. 

Der Siliziumwafer 7 wird in einer Wasserstoffatmosphare 
unter Verwendung eines Gluhofens gegluht bzw. warmebe- 
handelt, wie es in Fig. 2 gezeigt ist. Die Siliziumwafer 7, die 
zu gluhen bzw. mit Warme zu behandeln sind, werden durch 
einen Waferhalter 8, der in einem Ofengehause 9 plaziert ist, 
gehalten. Das Ofengehause 9 weist einen WasserstoffeinlaB 
an seiner Oberseite und einen Auslafi an seinem Boden auf. 

Unter Verwendung dieses Gluhofens wird der Silizium- 
wafer 7 in der Stufe aus Fig. 1(e) in einer Wasserstoffatmo- 
sphare bei ungefahr 1050°C bis ungefahr 1350°C fur einige 
10 Sekunden bis einige 10 Minuten warmebehandelt. Die 
Warmebehandlung ergibt den Siliziumwafer 7 mit einer 
glatten Oberflache, wie es in Fig. 1(f) gezeigt ist. Die Gliih- 
temperatur sollte in dem Bereich von ungefahr 1050°C bis 
ungefahr 1350°C sein, um eine stabile Bearbeitung, einen 
verbesserten Durchsatz und eine verbesserte Waferqualitat 
zu erhalten. Eine Warmebehandlung bei Temperaturen, die 
niedriger als ungefahr 1050°C liegen, wird eine lange Zeit 
benotigen, und eine Warmebehandlung bei Temperaturen, 
die hoher als ungefahr 1350°C sind, wird das Silizium 
schmelzen. 

Ein Gluhen bzw. ein Erwarmen in einer Wasserstoffatmo- 
sphare glattet die Oberflache des Siliziumwafers durch die 
Neuanordnung der Siliziumatome in der Oberflache, was in 
Fig. 3 schematisch illustriert ist. Fig. 3(a) ist eine vergro- 
Berte schematische Schnittansicht der Oberflache des Silizi- 
ums vor der Warmebehandlung. Ein Erwarmen in einer 
Wasserstoffatmosphare aktiviert die Oberflache des Silizi- 
ums, wie es in Fig. 3(b) gezeigt ist. Die aktivierten Siliziu- 
matome bewegen sich in der Oberflache herum, bis sie ener- 
getisch stabil werden bzw. in eine energeiisch stabile Lage 
kornmen, was in der Oberflache resultiert, die in Fig. 3(c) 
gezeigt ist. 

Eine Warmebehandlung nach der Stufe aus Fig. 1(e) er- 
gibt einen Siliziumwafer, der frei von der nachteiligen Wir- 
kung des chemisch-mechanischen Polierens ist. 

Altemativ kann der Siliziumwafer in der Stufe aus Fig. 
1(e) zuvor einem optionalen chemisch-mechanischen Polie- 
ren in einem angemessenen AusmaB unterliegen. Dieses 
chemisch-mechanische Polieren vereinfacht und beschleu- 
nigt das Gluhen in einer Wasserstoffatmosphare. Der resul- 
tierende Siliziumwafer ist frei von der nachteiligen Wirkung 
des chemisch-mechanischen Polierens. 

2. Ausfuhrungsform 

Entsprechend dieser Ausfuhrungsform wird ein Silizium- 
wafer mit SOI-Struktur unter Verwendung einer Schnell- 



gluhvorrichtung, die in Fig. 4 gezeigt ist, hergestellt. Die 
Gluhvorrichtung besteht aus einer Aufnahme 10 zum Halten 
des zu gliihenden Siliziumwafers 7, einer transparenten 
Kammer 11 und, Infarot-Heizlampen 12. Die Kammer 11 

5 weist einen WasserstoffeinlaB an der linken Seite und einen 
AuslaB an der rechten Seite auf. 

Anders als bei dem Stapelbetrieb derersten Ausfuhrungs- 
form crlaubt das Gluhen bei dieser Ausfuhrungsform eine 
Einzclwafcr-Verarbeitung durch schnelles thermisches Glii- 

io hen, bei der der Siliziumwafer mit Warmestrahlung fiir eine 
kurze Zeit bestrahlt wird. Die Quelle der Warmestrahlung 
konnen Halogenlampen, Bogenlampen oder Xenon-Blitz- 
lampen sein. Dieses Gliihen bzw. diese Warmebehandlung 
kann bei dem Siliziumwafer 7, der in der ersten Ausfuh- 

15 rungsform vorbereitet wurde, angewendet werden. Der Vor- 
teil des schnellen Gliihens ist eine einfache ProzeBsteue- 



rung. 
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Entsprechend dieser Ausfuhrungsform wird ein Silizium- 
wafer mit einer SOI-Struktur unter Verwendung einer 
Plasma-Gluhvorrichtung hergestellt, wie sie in Fig. 5 ge- 
zeigt ist. Die Gluhvorrichtung besteht aus einem Paar von 

25 Elektroden 13, zwischen denen der Siliziumwafer 7 gehal- 
ten wird, einer Kammer 14, einem Hochfrequenzgenerator 
(Radiofrequenzgenerator) 15 und einem Kondensator 16. 
Die untere Elektrode wird durch eine Heizeinheit (nicht ge- 
. zeigt) auf hunderten von Grad gehalten. Die Kammer 14 

30 weist einen WasserstoffeinlaB auf der linken Seite und einen 
AuslaB an der rechten Seite auf. In diesem Fall wird Plasma- 
wasserstoff durch Hochfrequenzleistung erzeugt. Es ist 
moglich, ein Plasma durch Verwenden von ECR (Electron- 
Zyklotron Resonance = Elektronen-Cyclotron-Resonanz) 

35 oder Verwendung eines Lichtstrahles zu erzeugen. Dieses 
Gluhen kann bei dem Siliziumwafer 7, der in der ersten Aus- 
fuhrungsform vorbereitet wird, angewendet werden. 

Anders als bei der Warmebehandlung in der ersten und 
der zweiten Ausfuhrungsform, die bei einer hohen Tempera- 

40 tur in Wasserstoff ausgefuhrt worden ist, wird die Warmebe- 
handlung bei dieser Ausfuhrungsform in einem Plasma aus- 
gefiihrt Der Vorteil der Warmebehandlung in einem Plasma 
ist der, daB die Warmebehandlungstemperatur niedrig ist, 
wobei sie in einem Bereich von ungefahr Raumtemperatur 

45 bis ungefahr 600°C liegt, Eine Warmebehandlung bei dieser 
Ausfuhrungsform benotigt eine kurzere Zeit als diejenige 
bei der ersten Ausfuhrungsform, wodurch die ProzeBsteue- 
rung erleichtert und eine Kontamination reduziert wird. 
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4. Ausfuhrungsform 



Entsprechend dieser Ausfuhrungsform wird ein Silizium- 
wafer mit einer SOI-Struktur unter Verwendung eines epit- 
axialen Wachstumssystems hergestellt, wie es in Fig. 6 ge- 

55 zeigt ist. Das epitaxiale Wachstumssystem besteht aus ei- 
nem Halter 17 zum Halten und Drehen des Siliziumwafers 7 
fur ein epitaxiales Wachstum, einer Hochfrequenzspule (Ra- 
diofrequenzspule) 18 und einer Kammer 19. Die Kammer 
19 weist einen WasserstoffeinlaB in Zentrum und Auslasse 

60 an der rechten und linken Seite auf. 

Anders als bei der ersten Ausfuhrungsform, bei der ein 
Abschalen des Wafers durch eine Warmebehandlung in 
Wasserstoff gefolgt wird, ist diese Ausfuhrungsform so ent- 
worfen, daB das epitaxiale Wachstum des Siliziums auf der 

65 abgeschalten Oberflache ausgefuhrt wird, die freigelegt 
worden ist nachdem die diinne Siliziumschicht 6 an der 
Schicht 4 mit implantiertem Wasserstoff in der Stufe aus 
Fig. 1(e) abgeschalt worden ist. Das epitaxiale Wachstum 
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des Siliziums bildet eine Oberflache, wiees in Fig. 7 gezeigl 
ist. Das epitaxiale Wachstum des Siliziums wird in lYichlo- 
rosilan (S1HCI3), Dichlorosilan (SiH 2 Cl2), Monochlorosilan 
(S1H3CI) oder Monosilan (Sift,) bei 800°C oder daruber 
ausgefuhrt. Das epitaxiale Wachstum bildet eine Silizium- 
schicht, die frei von Defekten ist. Diese epitaxiale Wachs- 
tum kann auf den Siliziumwafer 7, der in der ersien Ausfuh- 
rungsform vorbcreitct wordcn ist, angcwcndct wcrdcn. 

Der Vcrfahrcnsablauf in diescr Ausfuhrungsform bietel 
den Vorteil des Reduzierens der nachteiligen Wirkung des 
chemisch-mechanischen Polierens und des Ermoglichens 
einer leichten Steuerung der Dicke der Siliziumschicht 6 des 
Siliziumwafers. 

Wie oben erwahnl worden ist, die vorliegende Erfindung 
Hefert einen Siliziumwafer mit einer SOI-Struktur mit einer 
Oberflachenschicht mit gewiinschten Eigenschaften, der frei 
von der nachteiligen Wirkung des chemisch-mechanischen 
Polierens ist. 

Offensichdich sind verschiedene zusaLzliche Modifikatio- 
nen und Variationen im Lichte der obigen Lehren moglich. 
Es ist daher klar zu verstehen, daB die vorliegende Erfin- 
dung auch anders als es in der obigen Beschreibung spezi- 
fisch beschrieben worden ist, ausgefuhrt werden kann. 
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schalen freigelegt ist, urn dadurch eine neue glatte 
Oberflache auf dieser auszubilden. 

7. Verfahrcn nach Anspruch 6, bei dem das epitaxiale 
Wachstum des Siliziums in Trichlorosilan (SiHClO, 
Dichlorosilan (SiP^Cy, Monochlorosilan (SiH 3 Cl) 
oder Monosilan (Sil^) bei 800°C oder daruber ausge- 
fuhrt wird. 

8. Siliziumwafer, der durch das Verfahrcn hergestellt 
ist, das durch irgendcincn der Anspruchc 1 bis 7 defi- 
niert ist. 



Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen 
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1. Verfahren zum Herstellen eines Siliziumwafers (6), 
das die Schritte aufweist: 

Implantieren von Wasserstoffionen durch eine Haupt- 
oberflache eines Siliziumwafermaterials (1), das eine 
darauf ausgebildete Siliziumoxidschicht (2) aufweist, 
um dadurch eine Schicht (4) mit implantierten Wasser- 
stoff auszubilden, 

Bonden eines Substrates (5) an die Oberflache des Sili- 
ziumwafermaterials (1), 

Erwarmen des Siliziumwafermaterials (1), um dadurch 
die Oberflachenseite dazu zu bringen, an der Schicht 
(4) mit implantierten Wasserstoff abzu schalen, und 
Erwarmen des Teils (6) des Siliziumwafers, der an das 
Substrat (5) gebondet ist, in einer WasserstofFatmo- 
sphare, um dadurch die Oberflache des Wafers (6) die 
durch das Abschalen freigelegt worden ist, zu glatten. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Gluhen 
durch Erwarmen bei 1050 bis 1350°C ausgefuhrt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Erwarmen 45 
mit der Hilfe von Plasma in einer Wasserstoffatmo- 
sphare ausgefuhrt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Erwarmen 
durch schnelles thermisches Gluhen ausgefuhrt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, bei 
dem das Erwarmen nach einem chemisch-mechani- 
schen Polieren der Oberflache, die durch das Abscha- 
len freigelegt worden ist, ausgefuhrt wird. 

6. Verfahren zum Herstellen eines Siliziumwafers (6), 
das die Schritte aufweist: 

Implantieren von Wasserstoffionen durch eine Oberfla- 
che eines Siliziumwafermaterials (1), das eine Silizi- 
umoxidschicht (2), die darauf ausgebildet ist, aufweist, 
um dadurch eine Schicht (4) mit implantierten Wasser- 
stoff auszubilden, 

Bonden eines Substrates (5) an die Oberflache des Sili- 
ziumwafermaterials (1), 

Erwarmen des Siliziumwafermaterials (1), um dadurch 
die Oberflachenseite dazu zu bringen, an der Schicht 
(4) mit dem implantierten Wasserstoff abzuschalen, 
und 

Ausfiihren eines epitaxialen Wachstums von Silizium 
auf der Oberflache des Wafers (6), die durch das Ab- 



50 



55 



60 



65 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE 197 53494 A1 

Int. CI. 6 : H01L 21/20 

Offenlegungstag: 1. Oktober 1998 



(a) 



FIG.1 



(b) 



(c) 



■ ,,tt ll >>»>) 't!tt">>>> > >> > »>>»> t>l/ ' $ 



?>)>)»>>■>*/ 



-r-2 



H + 



\\ U H l : 



(d) 



tzzzzzzzzzzzzzzsrczszazgzz 



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 



7777V 



-5 

4- 



Ce) 




(f ) 



802 040/670 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 197 53 494 A 1 
HOI L 21/20 

1. Oktober 1998 




802 040/670 



ZEICHNUNGEN SEITE3 



Nummer 

Int. CI, 6 ; 

Offenlegungstag: 



DE197 53 494A1 
H01L 21/20 

1. Oktober 1998 



FIG. 3 





802 040/670 



ZEICHNUNGEN SEITE4 Nummer: DE19753494A1 

Int. CI. 6 : H01L 21/20 

Offenlegungstag: 1. Oktober 1998 



FIG.4* 




FIG.5 




802 040/670 



ZEICHNUNGEN SEITE 5 



Nummer 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE197 53 494 A1 
HOI L 21/20 

1. Oktober 1998 



FIG. 6 



Y, 

A 



19 



U7T 



18 



"FIG. 7 



6 




802 040/670 



